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小寺君は InSbの表面を清浄にエッチしてその上に SiÜ2 の薄膜を Si (C2H5 Ü)4 の蒸気を酸素と共
にグロー放電しながら蒸着させて、その上に金を電極としてつけることによってよいゲード電極を作
ることに成功した。この電極の電位を変化させることによって反転層中の電子密度とフェルミ準位を
変化させ、これによる電気容量の変化と横方向の電気伝導の変化を測定する。
この実験の大きい特徴は電気伝導度の測定に際して試料の面に垂直に O~40KÜe の磁場を加えて
おくことである。このようにすれば二次元電子は更に而内においても discrete なランダウ準位に捕
えられることになり、不純物やフォノンによる散乱によってのみ移動する。そしてフェルミ準位とラ
ンダウ準位が一致したとき散乱の割合は最大となり、電気伝導度が極大を示す。小寺君はこのように
してゲート電圧にともなう伝導度の美しい振動を観測し、二次元伝導におけるランダウ準位の存在を
確実に見つけた。又二次元基底準位に附随するランダウ準位のみならず第 1 励起準位に附随するラン
ダウ準位も見つけると共に、 20KÜe以上の強磁場に於てはランダウ準位のスピン分離も観測すること
に成功した。
以上のように小寺君の研究は反転層にむける二次元電気伝導について精密且つ確実な知見を加えた
もので、理学博士の学位論文として十分の価値あるものと判定された。
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